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MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar

f.k TENTE DZE INVENCTION

en -

ESPALKA
por VHINTE afios

a nombre de COMPAGNIE POUR LA rFABRICATION DES COMPTEURS
BT MATERIEL DYUSInES A GAZ, entidad francesa, estable-

cida en 12,'Place des Btate Unis, Montrouge (Sena),

Francia, pors X
" UEJORAS INTRODUCIDAS BN LAS PANTALLAS UTI-
LIZADAS EN TELEVISIOnN *, |
fn los tubos analizadores y réceptores de tele-
visidn, se utilizan a menudo pantallas capaces de emitir
electrones secundarios bajo el impacto de electrones pri-
marios de gran velocidad. vuando se trata de un tubo para

la touma de vistas, el haz barredor es el que liberta

la emisidn secundaria, controlada en este caso, por um



o«

10

20

N
LN}

relieve de'cargas acumuladas en la superficie de la pan-
talla y que varia en polziencial con arreg;o a la distri~
bucidn de la intensidad luainosa en la imasen a transmi-
tir. Si el tubo sirve para la recepcidn ocurre en prin-
ciplo a la inversa, es decir, que un haz de electirones
rdpidos modulado en inteﬁsidad por la seflal video trans-
mitida debe, por la emnisidn secundaria, producir un re-~
lieve de cargas utilizado para mantener una emisién
dosificada de electrones primarios que reconstituyen la
imagen excitando una pantalla fluoreécente.

Bl invento puede aplicarse a pantallas consti-
tuidas como sigue: una chapa m&s o menos delgada, aun-
gue sea una pelicula del orden de una micra, de un -
wwetal adeéuado, aluninioc o aleacidn’ de aluminio-zlucinio,
tiene una o mas capas de materia aisladora © semiconaucC-
tora. Fn la figura, esta materia seria por ejemplo
maznesia (capd 1) depositada sobre la pelicula de alu-—
minio (2). Bn otros casos, la capa 1l se sustituira, a
titulo de ejemplo, por una capa de materia fluorescénie
sobre la cual se ha depositado una sustancia gue sﬁfre
'variaciones de su conductibilidad bajo la accidn de la
luz. O bien 1 seria de un material cuya resistencia
eléctrica varia directamente bajo el impacto de los
electrones que han atravesado la pelfcula 2.

"Bl invento puede también aplicarse a pantallas

constituidas por una chapa metdlica mds gruesa, gue s08-

tiene la capa o wmosaico acumulador, que, en este caso
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seria herido en el mismo lado por la imagen y por el
haz analizador, y en general cada vez gue electrones
primarios pueden reflejarse sobre una capa mebdlica
cualguiera,

En todos estlos casos; la imagen transaitida
¢ recibida deja ver mas o menos fuertemente un fondo
coposo debido al hecho de que se reflejan electrones
primarios del haz en la superficie metdlica, por ejem~
plo, 2, despuésde haber alravesadouna capa tal coumo 1.

¥n efecto, el coeficiente de reflexidn es
fu:cion de 1la orientacidn de los cristales microscé-
picos gue constituyen el metal 2, con relacidn a la
direccidn del haz incidente., Gomo no se puede impe-
dir, durante la formacidn de la capa metédlica, el
crecimiento simulténeo de un gran namero de gérmenes
de cristalizacidn diferentemente orientados, se corre
siempre el riesgo de ver, superpﬁesta a la imagen trans-
mitida, la imagen electronica del fondo metédlico en
forma de una estructura coposa mis O menos grande.

Segin el invento, esta perturbacién puédde
suprimirse depositando en la capa acunmuladora 1 un
mosaico, fino microcépico, 3, de partfculas metélicas
por ejemplo, plaba agrietada, los nétodos para obte-
ner estas capas son bien conocidos. $Se ha descublerto,
gque las particulas microscbdpicasdistribuidas uniforme-
mente en la superficie de 1, con tal densidad que el

elemento de imagen contenga zran ndmero de ellas, del
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orden de 30 a 300, debilitan considerablemente el fendmeno
mas arriba descrito enmascarando las diferencias locales
de la emisién secundsaria de la pelfcula 2. Parece que
+  é&sbe efecto se aplica por una especie de compensacidn: los

5 electrones reflejados por la capa 2, sin .saber producido
cargas positivas en 1, tienen mas probabilidad de produ-~
cirlas al regreso, por impacto sobre las partfculas de la
capa mosaicada 3. Uomo guiera que sea, se comprueba en
la imagzen transmitida la desaparicién mas o wmenos comple-

10 ta de la estr&ctura perturbadora muy marcada en ausencia
de la capa 3.

' 3i ésta capa se compone de plata o de antimonio
sometidos al tratamiento bien conocido de sensibilizacién
fotoeléctrica; se la puede utilizarsl mismo H empo como

15 fuente ‘de foto-electrones.
Esta solicitud que corresponde a la presentada
en Francia con fecha 28 de Enero de 1.948, bajo el ndmero
P.V. 549.108, se acoge a los beneficios del artfculo 51

del vigente Hstatuto-Ley sobre lropiedad Industrial.
- NOTA -

20 -~ Los puntos de invencién propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de la presente solicitud

de Patente de Invencidn, en Espaiia, por VEINTE afios,
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son los Siguientes:

l.- Mejoras introducidas en las pantallas uti-
lizadas en televisidn, caracterizadas porque para la su-
presibén de la estructura de fondo procedente de la super-
ficie microcristalina del portador metdlico, se dispone
un nosaico fino, microscdpico, de particulas mefélicas,
depositadas repularmente sobre la capa aamnuladora mosaico
éue puede utilizarse como feute de foto-electrones.

2.~ dejoras introducidas en las pantallas uti-
lizadas en televisidn,

Tal sy como se ha descrito en la memoria que
antecede, ilustrado en el dibujo que se acompafia y para
los fines que gse han especificado.

La presente Memoria consta de cinco hojas es-

critas a méquina por una sola de sus caras.

Mearid, € 2 NOV.194%
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